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4.　結　　言
SEDIのGaAs	PHEMTテクノロジを適用し、安定化設計を

組み込んだE帯1Wクラス増幅器MMIC（71-76GHz、81-86	
GHz）を開発した。試作した増幅器MMICは、71GHzに
おいて、P1dBが28dBm、飽和出力30dBmを達成した。
今後もSEDIと協力しミリ波帯製品の拡充を継続していく。

用	語	集	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※1	 PHEMT
Pseudomorphic	High	Electron	Mobility	Transistor：
シュードモルフィック高電子移動度トランジスタ。半導体
ヘテロ接合界面に誘起された2次元電子ガスをチャネルと
した電界効果トランジスタであり、高周波特性と雑音特性
に優れている。

※2	 MMIC
Monolithic	Microwave	Integrated	Circuit：モノリシッ
クマイクロ波集積回路。単一の半導体基板上にマイクロ波
回路を集積したもの。

※3	 P1dB
1dB利得圧縮点。利得直線な理想特性に対し1dB利得が
低下した点の出力レベルを示す。P1dBの値が大きいほど
直線性の良い増幅器といえる。

参　考　文　献	
（1）	 	M.	Piloni,	G.	Montiron,	and	A.	G.	Milani,	“E-band	microwave	

transceiver	using	MWgSP	technology	for	PtP	radio	equipment,”
in	Proc.	of	the	40th	European	Microwave	Conference,	Paris,	pp.	
28-30	（Sept.	2010）

（2）	 	K.	Tsukashima,	M.	Kubota,	A.	Yonamine,	T.	Tokumitsu,	and		
Y.	Hasegawa,	“E-band	radio	link	communication	chipset	in	cost	
effective	wafer	 level	chip	size	package	（WLCSP）	technology,”	
in	Proc.	of	 the	6th	European	Microwave	 Integrated	Circuits	
Conference,	Manchester,	pp.	29-32	（Oct.	2011）

（3）	 	T.	Kawasaki,	M.	Kubota,	K.	Tsukashima,	T.	Tokumitsu,	and	
Y.	Hasegawa,	“A	 full	E-band	 low	noise	amplifier	 realized	by	
using	novel	wafer-level	chip	size	package	technology	suitable	
for	 reliable	 flip-chip	 reflow-soldering,”	 in	 IEEE	 International	
Microwave	Symposium	Dig.,	Tampa	Bay,	TU3G-1	（June	2014）

（4）	 	Y.	Tarui,	K.	Fujii,	Y.	Itoh,	“Calculation	Method	for	Loop	Oscillations	
of	Microwave	Power	Amplifiers	with	Several	Closed	Loop	Circuits	
and	Split-Cell	Matching	Method	for	High	Stability"	in	IEICE	C,	Vol.
J82-C1	No.7	pp.429-438	（June	1999）

（5）	 	S.	Mizuno,	K.	Naito,	Y.	Tateno,	S.	Sano,	T.	Tokumitsu,	“Novel	
Instability-Probing	Simulation	for	Power	Amplifiers”	in	EuMA2006,	
pp.	1284-1287	（Sept.	2006）

執　筆　者	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
塚島　光路＊	 ：伝送デバイス研究所　主席

大塚　　晃 	 ：伝送デバイス研究所

久保田　幹 	 ：伝送デバイス研究所　グループ長

徳満　恒雄 	 ：シニアスペシャリスト
伝送デバイス研究所　技師長
工学博士
IEEE	Fellow

荻田　省一 	 ：伝送デバイス研究所　部長
工学博士

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
＊主執筆者

（a） 71-76GHz 増幅器 MMIC

（b） 81-86GHz 増幅器 MMIC
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図9　増幅器MMICのP1dB,	Psat周波数特性


